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Les convertisseurs DC-DC : la fonction hacheur 
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Le hacheur élévateur de type BOOST 
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Exemple : Alimentation continue +48V à découpage 
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Le hacheur élévateur de type BOOST 
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Formes d'ondes du hacheur BOOST 
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Tension et courant de l'inductance (BOOST) 
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Ondulation de la tension (BOOST) 
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Valeur Vs de l'ondulation de tension (BOOST) 
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Fonctionnement en conduction discontinue (BOOST) 

 

Tension aux bornes du transistor en conduction discontinue 
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Caractéristiques de sortie du hacheur de type BOOST 

Tension normalisée ou tension réduite   : Ve
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Contraintes sur les interrupteurs (BOOST) 

Interrupteur K1 : la diode 

t0  T

iD

-Vs

vD

ILmax

ILmin

 
VsVV

IsII
LF2

Ve

1

Is
2

I
iII

RRMmax inv D

)AV(FDmoy

L
LFRMmaxD














 

 












 










 1

12

I

1

Is
I

2
L

2

Deff  

Pertes statiques dans la diode :    AVF0D
2

RMSFD0 IVIRP   

Interrupteur K2 : le transistor 

+Vs

v T
t0  T

iT

ILmin

ILmax

 

 

VsV

!Ie
1

Is
I

LF2

Ve

1

Is
II

maxT

moyTmoy

maxDmaxT














 














 












12

I

1

Is
I

2
L

2

Teff  

Pertes statiques du MOSFET :  
2

RMSDSDSon0 IRP  . 

Pertes statiques du bipolaire :    AVCCEsat
2

RMSCD0 IVIRP   



MC-ET2 – IUT de Tours – Département GEII – 2ième année 

Thierry LEQUEU – Septembre 2013 – Fichier : IUT-MC-ET2-3TR.DOC – Page 38 

Le hacheur inverseur de type BUCK-BOOST 
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Exemple 1 : alimentation continue –12 V à découpage 

 

Exemple 2 : 

Alimentation double +12 V / -12 V à 
découpage 
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Structure du hacheur inverseur 
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Tension et courant de l'inductance (BUCK–BOOST) 

t

ILmax

ILmin

iL

0 T

-Vs

+Ve v L

ILmoy

 
 

Ondulation du courant 


LF

Ve
T

L

Ve
III minLmaxLL  

Evolution de IL en fonction de  

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

 



MC-ET2 – IUT de Tours – Département GEII – 2ième année 

Thierry LEQUEU – Septembre 2013 – Fichier : IUT-MC-ET2-3TR.DOC – Page 41 

Ondulation de la tension (BUCK–BOOST) 
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Fonctionnement en conduction discontinue (BUCK–BOOST) 
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Tension aux bornes du transistor en conduction discontinue 
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Caractéristiques de sortie du hacheur BUCK–BOOST 

Tension normalisée ou tension réduite   : Ve
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Contraintes sur les interrupteurs (BUCK–BOOST) 

Interrupteur K2 : la diode 
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Quadrants de fonctionnement 

Plan (vitesse , couple) et/ou (tension , courant) 
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Conversion continue/continue - Fonction hacheur. 
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Synthèse du hacheur série de type BUCK 

Cahier des charges : 

 

MCC
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C
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Source de tension Source de courant
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Graphe de fonctionnement : 

a) phase active directe           c) roue libre  
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Synthèse du hacheur élévateur de type BOOST 

Cahier des charges : 
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?
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fonctionnement : 
 

a) phase active directe              c) roue libre  

Séquence de fonctionnement : 
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Synthèse du hacheur réversible en courant 

E

v(t)

i(t)

K 1

K2 K3

K 4

E

v(t)

i(t)

K 1

K2 K3

K 4

a) Hacheur série b) Hacheur élévateur  

 

Structure du hacheur réversible en courant :  

MCC

I
CeE

Source de tension Source de courant

Ls

Vs

Le

 

 



MC-ET2 – IUT de Tours – Département GEII – 2ième année 

Thierry LEQUEU – Septembre 2013 – Fichier : IUT-MC-ET2-3TR.DOC – Page 49 

Synthèse du hacheur réversible en tension 

Cas où la puissance est positive P>0 - Quadrant 1 : 
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Cas où la puissance est négative P<0 - Quadrant 2 : 
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Réalisation pratique du hacheur : 
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Synthèse du hacheur 4 quadrants 

 a) Phase I : quadrants Q1-Q2
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b) Phase II : quadrants Q3-Q4  

Caractéristiques des interrupteurs : 
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Le convertisseur 4 quadrants : 
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